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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月3日(2010.3.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）　以下の成分
　　　　Ａ）　分枝芳香族ポリカーボネートおよび／または分枝芳香族ポリエステルカー
ボネート、４０～９５重量部、
　　　　Ｂ）　シリコーンゴムおよびシリコーン－アクリレートゴムを包含する群から選
択される一種類以上のグラフトベースを含むグラフトポリマー、１～２５重量部、
　　　　Ｃ）　タルク、９～１８重量部、
　　　　Ｄ）　リン含有防炎加工剤、０．４～２０重量部、
　　　　Ｅ）　一種類以上の無機ホウ素化合物、０．５～２０重量部、および
　　　　Ｆ）　ドリップ防止剤、０～３重量部
　　　　を含む組成物を溶融し、混合し、
　（ｉｉ）　生じる溶融物を冷却し、粒状化し、
　（ｉｉｉ）　粒状物を溶融し、シートに押し出し、かつ
　（ｉｖ）　シートを三次元物体に成形する、
熱成形物品の製造方法。
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【請求項２】
　工程（ｉｖ）においてシートを外力の影響下において熱成形、圧伸成形、深絞り成形ま
たは真空成形によって三次元物体に成形する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　請求項１または２による方法によって得られる熱成形物品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　熱可塑性芳香族分枝ポリカーボネートの製造に好適な連鎖停止剤は、例えばフェノール
、ｐ－クロロフェノール、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノールまたは２，４，６－トリブロ
モフェノール、並びに長鎖アルキルフェノール、例えばＤＥ－Ａ　２　８４２　００５に
よる４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノールまたはアルキル置換基中に
全部で８～２０個の炭素原子を有するモノアルキルフェノールもしくはジアルキルフェノ
ール、例えば３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール、ｐ－イソ－オクチルフェノール
、ｐ－ｔｅｒｔ－オクチルフェノール、ｐ－ドデシルフェノールおよび２－（３，５－ジ
メチルヘプチル）フェノールおよび４－（３，５－ジメチルヘプチル）フェノールである
。使用される連鎖停止剤の量は、一般的に、特定の場合に使用されるジフェノールのモル
の合計に対して、０．５ｍｏｌ．％～１０ｍｏｌ．％である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　式（ＶＩＩＩ）におけるＸは、好ましくは炭素原子を６～３０個有する単環または多環
芳香族残基である。この残基は、好ましくは式（Ｉ）のジフェノールから誘導されている
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　式（ＶＩＩＩ）中のｎは、互いに独立して、０または１であり、好ましくは１である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　好ましいポリアルキレンテレフタレートは、テレフタル酸残基、ジカルボン酸成分に対
して少なくとも８０ｗｔ．％、好ましくは少なくとも９０ｗｔ．％およびエチレングリコ
ール残基および／またはブタン－１，４－ジオール残基、ジオール成分に対して少なくと
も８０ｗｔ．％、好ましくは少なくとも９０ｗｔ．％を含む。
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